
-3 -2 -1 0 1 2
10

-8
10

-7
10

-6
1x10

-5
1x10

-4
10

-3
10

-2
10

-1
10

0
10

1
10

2
10

3
10

4
10

5

 no annealing

 annealing at 200C
o

 

 

C
u
rr

e
n
t 
d
e
n
s
it
y
 (

m
A

/c
m

2
)

Voltage (V)

-3 -2 -1 0 1 2 3
10

-5
10

-4
10

-3
10

-2
10

-1
10

0
10

1
10

2
10

3
10

4
10

5

 no annealing

 annealing at 200C
o

 annealing at 300C
o

 annealing at 400C
o

 annealing at 500C
o

 annealing at 600C
o

 

 

C
u

rr
e

n
t 

d
e

n
s
it
y
 (

m
A

/c
m

2
)

Voltage (V)

表面活性化接合法による Al 箔/ワイドギャップ半導体接合の電気特性 
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【はじめに】ワイドギャップ半導体上に厚膜

金属電極を形成できれば、パワーデバイス配線

中の電力消費の大幅な低減が期待される。我々

は既に、表面活性化接合法（SAB 法）による

厚膜電極実現の可能性を示唆する結果を得て

いる[1]。本研究ではワイドギャップ半導体の

n-4H-SiC エピ基板、n-GaN 基板に Al箔を SAB

法で接合し、その電気特性の評価を行った。 

【実験方法】裏面にオーミック電極を形成し

た n-SiCエピ基板(エピ層 6 μm, ～1×10
16

 cm
-3

 / 

バッファ層 0.3 μm, ～1×10
18

 cm
-3

 / n
+基板)、

n-GaN基板(～2×10
18

 cm
-3

)とAl箔との接合を形

成した。接合形成後ウェットエッチングにより

Al箔のメサを形成し、電気特性を評価した。 

【実験結果】Al箔/n-SiC 接合と Al箔/n-GaN

接合の室温での I-V特性を図 1及び図 2に示す。

図 1に示すように Al箔/SiC 接合は整流性を示

し、200℃のアニールにより逆方向電流が低減

した。また n値は 1.55から 1.45へ改善された。

このことからアニールにより接合界面特性が

改善されたと推測される。図 2 に示すように

Al箔/GaN接合においてはアニール温度の上昇

にともない逆方向電流が増加し、I-V 特性は

600℃のアニールでオーミック性を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. I-V characteristics of Al-foil/n-SiC at 

room temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. I-V characteristics of Al-foil/n-GaN at 

room temperature. 
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